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为促进我省电子芯片产业稳健发展，加快构建市场导向的电子芯片创新体系，推进科技成果转化与推广应用，按照《河北省科学技术厅关于印发<先进适用技术指导目录推送工作规程（试行）>的通知》（冀科办函〔2017〕62号）要求，省科技厅组织开展了电子芯片领域先进适用技术的征集工作，省科技成果转化促进中心组织有关专家进行评议，根据专家评议、结果论证和建议，遴选出24项先进技术产品，形成了《河北省先进适用技术指导目录(电子芯片领域)》（以下简称“《目录》”）。

《目录》包含电子芯片在晶片剖光、封装、电路设计、测试、多场景应用等领域形成的新技术、新工艺等方面的先进适用技术成果24项。发布内容分为技术目录和技术简介两部分：第一部分技术目录中，每项技术由技术名称、技术内容和适用范围三部分组成；第二部分技术简介中，较详细地介绍了各项技术的具体内容、应用的典型案例、技术咨询单位信息等。《目录》入选的技术经过第三方监测或检验，通过工程应用或用户使用等方式得到应用，具备进一步推广的前景。

《目录》中的技术成果相关信息由技术供给单位提供，其信息内容的真实性由提供者负责。由于编辑出版时间较紧，目录中可能出现的遗漏、错误之处，敬请谅解，并请反馈宝贵的意见和建议。
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第一部分 技术目录
河北省芯片产业领域先进适用技术指导目录

	技术编号
	技术名称
	技术内容
	适用范围
	技术提供单位

	1
	300mm硅片单面抛光机（CMP）的开发
	    该项目成果PG-1201型硅片单面抛光机作为我国首台具有自主知识产权的集成电路用300mm硅片单面CMP设备，解决了抛光压力精确控制、硅片承载器背部压力分区控制、抛光主轴周向旋转工位分度、硅片装载和卸载以及六维机械手控制等关键技术。成功开发出CMP设备关键零部件，打破了国外垄断，填补了国产设备在硅片单面抛光领域的空白，为国产90-65nm集成电路用300mm硅片产业的发展提供了设备支撑。
	面向90-65nm极大规模集成电路用硅抛光片制备需求，研究开发300mm硅片单面抛光机（CMP）。
	中国电子科技集团公司第四十五研究所

	2
	大束流离子注入机
	该项目开发了满足45-22nm浅结工艺制程的大束流离子注入装备，解决在45-22nm工艺制程中的超低能浅结掺杂注入工艺技术。建立起满足45-22nm大束流离子注入机技术及掺杂工艺的国际化离子注入机研究及工艺研发平台，完成大束流离子注入机整机研制，实现生产线验证与考核。项目解决的主要技术问题：低能、超低能离子束传输技术和离子光学系统设计；长寿命、宽带大束流离子源设计与引出技术；大束流低能离子质量分析技术；离子束大比例减速技术；晶片表面电荷状态检测和控制技术；离子束角度检测和平行成形技术；注入剂量精度与均匀性实时控制技术；整机系统集成与智能控制技术；超浅结注入工艺与污染控制技术。
	集成电路
	北京烁科中科信电子装备有限公司

	3
	多晶硅打压用单相干式变流变压器
	该项目研制了一种多晶硅打压用单相干式变流变压器及其调压方式，取得较好的性能效果：成功利用树脂浇注技术提高了产品的防潮、防尘能力及抗突发短路能力。采用静电屏蔽层，消除了静电耦合作用，减缓了低压侧可控硅导通（换挡）时对高压侧输出电压的影响，增强了设备运行的可靠性；设计的压器低压绕组四个档位、高压绕组两个档位，通过调整高、低压档位使输出电压增加到八种，可以满足多晶硅打压使用的要求；通过触发脉冲控制双向可控硅逐渐导通，消除了送电（合闸）励磁涌流。
	多晶硅打压
	天津天能变压器有限公司

	4
	极大规模集成电路化学机械抛光装备及应用
	    该项目开发了基于直线运动抛光架构的多区压力调控新型抛光技术，保证了抛光均匀性和一致性；开发了兆声喷淋清洗技术和基于表面张力的离心干燥方法，提高了抛光后表面残留颗粒的清洗能力；开发了组合式摩擦力抛光终点识别与晶圆形貌实时调控技术，对抛光界面、抛光厚度及形貌进行智能精细控制，实现了同等工艺条件下12英寸晶圆片内和片间非均匀性小于3 %；研制了国内首台12英寸“干进干出”化学机械抛光（CMP）装备，提出了复杂工艺流程调度及应急处理与恢复算法，开发了相应的分布式控制软件，保证了装备的效率和可靠性。
	集成电路制造
	天津华海清科机电科技有限公司

	5
	面向新一代移动智能终端的高效低功耗电源芯片技术研发及产业化
	   该项目开发了自适应振铃淬灭栅极驱动技术，可用于碳化硅MOFET驱动、IGBT驱动、功率MOSFET驱动等领域；开发了单电感正负电压多输出技术，可用于AMOLED显示屏电源、第三代半导体功率器件驱动等领域；研制出纳安（nA）级精密电流调控技术，可实现大动态LED调光；开发出国际同类一流水平的纳安级（nA）超低静态功耗的开关型稳压器技术；提出并产业化了优化的电池充电及保护技术；研制出高精度放大器技术，输入失调电压(Vos)典型值仅为3V。
	新一代移动智能终端、电源芯片
	圣邦微电子（北京）股份有限公司

	6
	先进纳米集成电路设计产业化关键技术
	    该项目研发了HKMG CMP仿真工具和配套的用于设计缺陷分析与优化的可制造性设计解决方案。在HKMG CMP建模过程中，提出了多工艺模块联合建模技术，建立了基于接触力学和化学反应动力学的HKMG CMP多物理耦合模型，在芯片级CMP机理建模和仿真实现上取得突破。研发了超大规模版图处理、冗余金属智能填充和多核架构并行计算、虚拟内存技术，使得DFM平台的计算效率提升了4-6倍。
	电路设计产业
	中国科学院微电子研究所

	7
	8英寸区熔硅单晶
	    该项目研发出生长8英寸区熔硅单晶的专用线圈，解决了区熔晶体生长过程中的核心技术。通过采用自动拉晶系统减少人为干扰因素；通过设计特定合理的热系统、特型线圈，提高电磁托浮力，有效控制固液界面形状，形成具备成晶的温度梯度、悬浮力度等必要条件；改变放肩工艺，避免在转肩过程中造成回熔断苞；控制固液界面翻转，调整加热过程；选择合理的保护气氛，提出了在氩气氛中掺N2技术，解决常规保护气体高压电离问题；采用在保温桶和线圈之间额外增加一个反射器的方式，将熔区的辐射能量进行反射，降低单晶的散热速率，从而使单晶中心能够充分散热，降低中心应力。
	电子信息产业、半导体材料行业
	天津市环欧半导体材料技术有限公司

	8
	半导体芯片结温与系统热阻构成无损检测关键技术及应用
	该技术通过一次测量器件温敏参数随时间变化过程曲线，有效获取器件结温，以及由有源区至外部环境散热路径上材料层热阻构成。实现封装半导体器件结温的无损、准确、快速测量，以及散热特性“可视化”分析。研制的仪器测量精度小于0.1摄氏度，与国际上同类仪器相比，仪器性能指标处于国际先进水平，突破了国外对该技术的垄断。
	半导体芯片测试、热阻构成分析检测
	北京工业大学

	9
	第三代半导体GaN倒装芯片高光效CSP化封装制造
	该项目开发了以双键及苯基有机硅氧烷为主体、荧光粉预掺的交联度可控的固态胶膜封装材料，用于GaN倒装芯片CSP的制程，该材料体系区别于LED封装液体有机硅封装制法，封装效率高，可根据应用需求研发荧光胶膜产品。


	芯片封装
	天津德高化成新材料股份有限公司

	10
	高效新型碳化硅MOSFET的创新研究及应用
	该项目的设计和研制过程中攻克了SiC沟槽刻蚀技术、SiC欧姆接触技术、高质量低界面态栅介质生长技术，完成工艺技术的整合，成功制备了900V 65mΩ和1200V 80mΩ的SiC MOSFET器件，并通过了产品定型，实现了SiC MOSFET的工程化。主要的技术发明点包括：
　　1.在UMOSFET基区下方增加一个再掺杂区提高MOSFET的反向阻断能力，即通过在沟槽及基区下方设置一个再掺杂区，再掺杂区与漂移区的掺杂类型相反，在器件处于阻断情况下，在漂移区形成耗尽区，屏蔽沟槽底部的电场，从而保护了沟槽的底部和角落，提高了器件的反向阻断能力，并且提高了缓解了栅介质的电场聚集，进而提高了器件的可靠性。
　　2.通过在非极性面形成沟道，利用在非极性面形成沟道的载流子迁移率比极性面高的特点，并且通过高质量的二次外延在SiC表面形成沟道，避免了离子注入损伤和高温退火的表面退化，因而有效提高了MOS栅的质量和沟道迁移率，进而降低了SiC MOSFET的导通电阻。
　　3.集成肖特基二极管的SiC MOSFET器件，集成的肖特基二极管在JFET区，与栅极区相邻，有效的利用了JFET区的面积，具有更高的原胞集成度和密度，与常规的MOSFET相比，由于栅电容面积的减小，可以有效的降低栅电容和输入输出电容，从而改进器件的开关性能。
	电路设计产业
	北京世纪金光半导体有限公司

	11
	高性能CMOS成像芯片关键技术研发与应用
	针对国内高端CMOS成像芯片的技术瓶颈，该项目面向高性能CMOS成像应用，从架构、像素、读出电路、数据转换电路等主要部分研究了传感芯片的关键技术，完成了具有自主知识产权的高性能CMOS图像传感器的关键技术研究以及芯片研制，并将上述关键技术进行产业应用，推动该领域的国产芯片的技术升级。项目采用过采样技术和信号总线寄生电容消除技术，解决了扫描过程中的同步曝光问题并突破了TDI累加级数限制，开发了世界首款高达128级累加的TDI型CMOS图像传感器，该传感器是国内首款自主知识产权的TDI型CMOS图像传感器，打破了国外垄断。
	成像芯片
	天津大学

	12
	公共安全SVAC国家标准芯片研发及应用
	    该项目开发了支持多信号的SVAC 多核异构可编程架构，实现视频、音频及加密认证的应用，解决了视频监控芯片设计中的三个重大问题：1.完全采用国产嵌入式微处理器；2.支持自主知识产权的安防监控视音频编解码国家标准SVAC，在设计时采用了向前兼容的技术,视音频数据不仅人可以使用，视频智能分析算法也可以有效使用；3.设计专用数字信号处理器，实现了视频监控核心模块(如加解密、智能处理等)硬件的功能加速。
	安防监控
	北京中星微电子有限公司

	13
	具有六级能效的智能手机充电电源控制系列芯片
	    对于不同输出功率的电源，CoC V5六级能效对空载待机功耗和不同负载时的转换效率都有具体规定。根据近年来对电源能效标准的不断更新，随着技术的不断进步，各种电源的能效标准将会越来越严，目的是最大限度地提高转换效率和降低待机功耗。该项目开发了高效节能的中小功率适配器原边和副边控制芯片，提高了转换效率，降低了待机功耗。解决了适配器副边同步整流控制芯片在电流连续模式下电流倒灌的问题，满足六级能效要求。
	消费类电子
	天津三源兴泰微电子技术有限公司

	14
	面向可穿戴设备的蓝牙低功耗芯片研发
	    该项目针对蓝牙低功耗应用，研发了具有自主知识产权的蓝牙低功耗芯片及可穿戴和物联网开发平台。蓝牙低功耗芯片的构架决定了芯片性能和功耗，采用noise-shaping技术，真12bit的过采样SAR-ADC，相比连续时间sigma-delta等结构具有更低的功耗，以及对工艺变化更佳的鲁棒性。

	可穿戴设备
	北京中科汉天下电子技术有限公司

	15
	数字电视SOC芯片
	    该项目开发出高清电视SOC芯片并产业化，集成有线电视解调、国标地面电视解调，实现高清MPEG2、AVS及H264三合一信源解码、图像处理和流媒体解码，芯片功耗不超过1.2W，在高、标清机顶盒、数字电视一体机实现产业化。
	数字电视领域
	北京海尔集成电路设计有限公司

	16
	双界面POS机SoC芯片研发与产业化
	    采用安全可靠嵌入式低功耗C*Core CPU核设计，集成国密算法，完成了个人移动支付终端SoC 芯片（CUni350S及其衍生产品CUni360S-Z安全芯片）的设计、流片和量产应用，该芯片具有SPI/UART/USB2.0等通讯接口，支持双界面协议、符合PBOC3.0规范、满足QPBOC要求。芯片工作频率达到50MHz，性能达到1.2DMIPS/MHz；支持1.8V—3.6V工作电压，静态功耗低于50uA，芯片具有抗SPA/DPA、DFA和时序攻击设计，芯片通过国家商用密码设备检测和银行卡检测中心的检测和认证。
	个人支付
	天津国芯科技有限公司

	17
	新一代高性能C*Core CPU核开发及产业化
	    该项目在引进IBM高端嵌入式PowerPC体系结构的CPU后，通过关键技术的消化吸收，自主开发一系列兼容Power指令集的CPU系列C2000/C8000/C9000，达到了高、中、低端嵌入式应用领域的全覆盖。同时以自主开发的上述CPU为核心，开发多套包括内部总线和IP核在内的完整单芯片系统解决方案，并进行流片验证，确认所设计的CPU达到量产要求。其中C9000效能高达2.5DMIPS/Mhz，与ARM的Contex-A9性能相当，从而能够利用国际上成熟的支持PowerPC的操作系统软件和应用软件，替代进口并实现自主可控。
	信息安全、移动支付、工业控制
	天津国芯科技有限公司

	18
	高电流密度SiC电力电子器件关键技术开发及应用
	基于高压微波氧等离子体和分子调控的SiC低界面态 MOSFET栅氧技术。创新的提出高压微波等离子体氧化方法，利用高密度原子态活性氧粒子替代氧分子，有效解决了界面附近的碳残留和氧空位问题，采用具有自主知识产权的设备，使SiC栅界面态密度降低至4x1010cm-2eV-1 @Ec-0.2eV。利用氧同位素示踪技术，首次观测到SiC氧化过程中氧等离子体与SiO2晶格氧的高速动力学交换过程，结合NO、H2分子调控技术有效提高SiC MOSFET的场迁移率至45cm2/Vs，与国际水平相当。1200V/100A SiC SBD产品电流密度为247A/cm2，与SiC领头企业Cree公司最新1200V CPW5产品相比，电流能力提高18.7%。
    基于原位处理的高质量SiC外延产品量产技术。解决了SiC外延生长存在的缺陷密度大、均匀性和重复性差等影响材料性能和量产能力的关键技术难题，建立了4-6英寸SiC外延产品量产技术，所生产的SiC外延表面粗糙度≤0.3nm，缺陷密度≤0.5/cm2，厚度不均匀性为0.26%，浓度不均匀性为1.43%，达到国际先进水平。
	轨道交通、电动汽车、新能源
	中国科学院微电子研究所


	19
	高速串行RapidIO接口电路实现技术研究
	    该高速串行RapidIO控制器IP核支持的主要技术特性包括：(1)单端口多频点速率及多端口混合频点速率特性。支持单端口12.5/10.3125/6.25/5/3.125/2.5/1.25 Gbps，同时也支持工作在多端口模式下的混合频点，如工作在两个2x端口时，两个端口可工作在单端口的任意速率上，并支持高达25Gbps速率的可扩展。(2) 灵活的端口工作模式软件可定义。基于公共算粒和私有算粒的软件定义互连，支持4x、2x、1x单端口形态，2x+2x、2x+1x、1x+2x、1x+1x双端口形态，2x+1x+1x、1x+1x+2x、1x+1x+1x三端口形态，1x+1x+1x+1x四端口形态等多种灵活的端口工作模式。(3) 用户自定义的upstream和downstream接口位宽。对接高速SerDes的downstream方向的接口位宽支持10/16/20/32/40/64-bits等多种接口位宽；对接用户业务侧的upstream方向的接口位宽支持64/128/256-bits等多种接口位宽。(4) 软件定义硬件的全协议栈硬化。实现Gen1，Gen2，Gen3多协议规范下8/10编解码，64/67编解码，加解扰等物理层代表特性，IDLE1，IDLE2，IDLE3，接收端/发送侧流控等传输层代表特性，Ftype2、Ftype5、Ftype6、Ftype7、Ftype8、Ftype9、Ftype10、Ftype11、Ftype13业务处理等逻辑层代表特性，并且支持Error Free Mode，Gen4协议特性等的便捷升级。(5) 业务无关的低时延特性。支持用户侧到高速接口侧最大70ns的收发侧总时延的特性，且时延与当前流量及承载的业务无关。支持Error Free Mode特性下的时延优化，并可支持基于业务特性及用户需求的算粒选择和重组，以实现低时延的业务处理。
	信息技术
	天津市滨海新区信息技术创新中心

	20
	恒温扩增微流控芯片核酸分析仪研究
	    恒温扩增微流控芯片核酸分析仪是一种由清华大学和博奥生物集团有限公司联合研制的新型核酸分析科学仪器，它采用已获得发明专利授权的微纳体系样品检测系统结构、离心进样微流控芯片、自适应降噪数据分析处理、薄层空气浴加热温度控制等多项创新技术，能够在1.45微升反应体系实现10个核酸分子拷贝的高灵敏度、低样品与试剂消耗的多指标分子诊断，在性能方面处于国际领先水平，综合性价比优于国外同类产品。该仪器还可以作为临床应用的医疗仪器，已获得国家食品药品监督管理总局“国家创新医疗器械产品”批准、CFDA 国家Ⅲ类医疗器械产品注册证和欧盟的CE证书。
	医疗仪器
	清华大学

	21
	免疫芯片在水产养殖动物疾病高通量诊断中的应用
	    该项目构建了2种检测免疫芯片，开发了检测试剂盒，可一次性检测8个鱼类样品中7种病原，8个对虾样品中4种病原，检测结果准确率在88%以上，灵敏度最低可达0.013 μg/mL病原蛋白，完成了免疫芯片检测试剂盒应用标准化操作流程。
	水产养殖动物疾病控制领域
	天津市水产技术推广站


	22
	一款低成本高安全支持多系统导航定位的射频基带一体化芯片
	该项目研发了低成本高安全支持多系统导航定位的射频基带一体化芯片，包括3部分：
　　1.关键技术研究：射频基带一体化技术、低功耗射频模拟电路、导航算法、芯片ESD静电防护等技术；
　　2.芯片设计与实现：全芯片架构设计、导航算法实现、芯片逻辑电路设计、芯片射频模拟电路设计、物理版图设计、生产测试以及样品验证等；
　　3.应用：进行导航方案设计，以方案推动核心芯片的销售，团结模组厂、方案商、终端客户等，最终打造自有特色的生态圈。
	北斗卫星导航相关领域
	北京中电华大电子设计有限责任公司

	23
	一种海洋环境放线菌群落检测基因芯片及应用
	    该项目根据细菌群落对海洋不同污染物的响应特点，将污染指示细菌类群的标识基因集合成一种基因芯片，基于核酸序列互补原理及激光共聚焦显微技术，建立了一套可针对特定污染源及复合污染源进行快速监测的基因芯片技术及其检测体系，用于海洋环境污染的快速、高效、高通量、便捷监测。
	海洋环境监测
	中国科学院天津工业生物技术研究所

	24
	原位多场微电子器件可靠性评测技术及应用
	该项目围绕微电子器件可靠性评测技术国际难题，开展了研究工作，取得主要的创新成果如下：
　　(1)发明了针对微电子器件的原位三维内部缺陷重构力学试验系统，揭示了微焊点在复杂应力状态下缺陷演化的微观机理，实现了微器件全寿命周期可靠性准确评估和预测； 
　　(2)发明了基于微力宽频作动及原位多场耦合技术的测试系统，实现了接近服役工况的力-热-电-化多场耦合可靠性测试，解决了复杂工况下的微电子器件可靠性测试及材料失效表征难题；
　　(3)发明了脉冲电流快速烧结方法，使用上述多尺度可靠性测试技术优化了工艺参数，实现了微电子器件大面积无压烧结互连，提升了烧结可靠性。
	微电子、封装
	凯尔测控试验系统（天津）有限公司


第二部分 技术简介

技术编号  1
技术名称：300mm硅片单面抛光机（CMP）的开发
技术简介

集成电路制造装备是我国集成电路产业发展的薄弱环节，长期依赖进口，严重制约了我国集成电路产业的发展。该项目成果PG-1201型硅片单面抛光机作为我国首台具有自主知识产权的集成电路用300mm硅片单面CMP设备，打破了国外垄断，填补了国产设备在硅片单面抛光领域的空白，为国产90-65nm集成电路用300mm硅片产业的发展提供了设备支撑，对我国硅材料加工设备和硅片生产线的科技进步起到了积极的推动作用。项目实施过程中，由于关键零部件受国外技术限制，课题以自主创新为方向，解决了抛光压力精确控制、硅片承载器背部压力分区控制、抛光主轴周向旋转工位分度、硅片装载和卸载以及六维机械手控制等关键技术，成功开发出CMP设备关键零部件。

示范应用情况：该项目研发的PG-1201型硅片抛光机在有研新材料股份有限公司（原有研半导体材料股份有限公司）300mm生产线试验、评估完成后开始运行应用。到目前为止，研发的PG-1201型硅片单面抛光机已在有研新材料股份有限公司进行晶圆的加工应用，代加工国外某公司的300mm硅片，累计产量20000余片。同时，依据课题研发技术平台，课题承担单位陆续开发了系列化产品PG-801、PG-601型单面抛光机，已在市场推广应用中产生了一定的经济和社会效益，并以此在其他电子材料加工（CMP）领域推广应用。
技术提供单位联系方式

联系单位：中国电子科技集团公司第四十五研究所

联 系 人： 赵晓东，联系电话：010-57989178，E-mail：kjch@45inst.com
技术编号  2

技术名称：大束流离子注入机
技术简介

该项目开发出满足45-22nm浅结工艺制程的大束流离子注入装备，解决在45-22nm工艺制程中的超低能浅结掺杂注入工艺技术。建立起满足45-22nm大束流离子注入机技术及掺杂工艺的国际化离子注入机研究及工艺研发平台，完成大束流离子注入机整机研制，实现生产线验证与考核。

该项目解决的主要技术问题：低能、超低能离子束传输技术和离子光学系统设计；长寿命、宽带大束流离子源设计与引出技术；大束流低能离子质量分析技术；离子束大比例减速技术；晶片表面电荷状态检测和控制技术；离子束角度检测和平行成形技术；注入剂量精度与均匀性实时控制技术；整机系统集成与智能控制技术；超浅结注入工艺与污染控制技术。

示范应用情况：项目实施期间完成了2台离子注入机的整机，其中1台销售给中芯国际，已投入量产应用。
技术提供单位及联系方式

联系单位：北京烁科中科信电子装备有限公司

联 系 人：宋敏，联系电话：010-81507909，E-mail：songmin@cs48.com
技术编号  3

技术名称：多晶硅打压用单相干式变流变压器
技术简介：

该项目研制生产了一种多晶硅打压用单相干式变流变压器及其调压方式，取得较好的性能效果：成功利用树脂浇注技术提高了产品的防潮、防尘能力及抗突发短路能力。采用静电屏蔽层，消除了静电耦合作用，减缓了低压侧可控硅导通（换挡）时对高压侧输出电压的影响，增强了设备运行的可靠性；设计的压器低压绕组四个档位、高压绕组两个档位，通过调整高、低压档位使输出电压增加到八种，可以满足多晶硅打压使用的要求；通过触发脉冲控制双向可控硅逐渐导通，消除了送电（合闸）励磁涌流。项目产生发明专利一项（专利名称：一种多晶硅打压用单相干式变流变压器及其调压方式，专利号：ZL 201210163854.2），实用新型专利一项（专利名称：一种多晶硅打压用单相干式变流变压器，专利号ZL 201220236709.8 ）。

示范应用情况：已小批量生产多晶硅打压用单相干式变流变压器，获得四川英杰电气等用户使用。

技术提供单位及联系方式

联系单位：天津天能变压器有限公司

联 系 人：刘利艳，联系电话：13516169805，E-mail：54696692@qq.com
技术编号  4

技术名称：极大规模集成电路化学机械抛光装备及应用
技术简介

该项目CMP设备采用了自主研发的新型CMP系统架构，在竖直兆声喷淋清洗、表面张力辅助离心干燥方法、基于浏览器/服务器模式的分布式控制软件、复杂工艺流程调度与恢复算法、化学机械抛光精细工艺控制方法、基于发明的摩擦力特征抛光终点识别技术、抛光过程形貌实时调控技术等CMP关键技术领域取得重大突破，研制出国内首台12英寸“干进干出”CMP设备及成套工艺，首次实现了该领域装备的国产化。该成果主要技术性能已达到国际先进水平，其中片内非均匀性、片间非均匀性等关键性能已经优于国外同类产品。

1.发明了基于直线运动抛光架构的多区压力调控新型抛光技术，保证了抛光均匀性和一致性；发明了兆声喷淋清洗技术和基于表面张力的离心干燥方法，提高了抛光后表面残留颗粒的清洗能力。

2.发明了组合式摩擦力抛光终点识别与晶圆形貌实时调控技术，对抛光界面、抛光厚度及形貌进行智能精细控制，实现了同等工艺条件下12英寸晶圆片内和片间非均匀性小于3%。

3.研制了国内首台12英寸“干进干出”化学机械抛光（CMP）装备，提出了复杂工艺流程调度及应急处理与恢复算法，开发了相应的分布式控制软件，保证了装备的效率和可靠性。

示范应用情况：

项目研制的国内首台12英寸CMP设备已应用于北京中芯国际，长期承担中芯国际Reclaim CMP制程任务。截至目前，项目成果已有17台整机设备进入中芯国际、长江存储、Intel等国内外十余家集成电路制造企业，承担12英寸大生产线通过了150nm~28nm节点IMD、ILD、STI、W、Cu、TSV、Reclaim等CMP制程任务。技术提供单位联系方式

联系单位：天津华海清科机电科技有限公司
联 系 人：胡菊,联系电话：18101050961，E-mail:jhu@hwatsing.com
技术编号  5

技术名称：面向新一代移动智能终端的高效低功耗电源芯片技术研发及产业化
技术简介

该项目针对应用于5G/IoT/AI等新兴移动智能终端产品中的电源管理芯片对高效率、低功耗、高精度、高抗干扰性、高可靠性等共性需求，研发了一系列具有独创性的、达到国际先进水平，部分性能指标国际领先的开关电源共性关键技术和系列相关产品。电源管理芯片细分产品种类较多，如DC/DC直流电源转换、背光及闪光LED驱动、AMOLED显示屏电源、负载开关及过压保护、锂电池充电管理及保护芯片、MOSFET驱动、马达驱动等，其具有一些共性关键技术，如高效的开关型稳压架构、微功耗技术、高精度技术、抗干扰技术、安全可靠性技术等，在这些共性关键技术上的突破，将有助于所有这些细分电源产品线性能的全面提升。在共性关键技术突破的基础上推出的针对5G/IoT/AI等新兴移动智能终端的新一代电源产品，不仅使我们与国外模拟芯片大厂在这些应用领域站在了同一起跑线上，具备了弯道超车的可能，同时增强了在该领域自主知识产权的积累，产生了良好的社会经济效益，为提升我国移动智能终端产品中关键元器件的国产化率作出了积极贡献。

1. 独创的自适应振铃淬灭栅极驱动技术，可用于碳化硅MOFET驱动、IGBT驱动、功率MOSFET驱动等领域。

2. 独创的单电感正负电压多输出技术。可用于AMOLED显示屏电源、第三代半导体功率器件驱动等领域。

3. 研制出领先的纳安（nA）级精密电流调控技术，可实现大动态LED调光。

4. 研制出达到国际同类一流水平的纳安级（nA）超低静态功耗的开关型稳压器技术。

5. 提出并产业化了优化的电池充电及保护技术。

6. 研制出高精度放大器技术。输入失调电压(Vos)典型值仅为3V。

示范应用情况

该项目在圣邦微电子公司实现直接经济效益逾4亿元。

技术提供单位联系方式

联系单位：圣邦微电子（北京）股份有限公司

联 系 人：张建，联系电话：13911743627，E-mail：jason_zhang@sg-micro.com
技术编号  6

技术名称：先进纳米集成电路设计产业化关键技术
技术简介

该项目开发了商用级65-45-40纳米铜互连DFM工具，研发了HKMG CMP仿真工具和配套的用于设计缺陷分析与优化的可制造性设计解决方案。在HKMG CMP建模过程中，提出了多工艺模块联合建模技术，建立了基于接触力学和化学反应动力学的HKMG CMP多物理耦合模型，在芯片级CMP机理建模和仿真实现上取得突破。研发了超大规模版图处理、冗余金属智能填充和多核架构并行计算、虚拟内存技术，使得DFM平台的计算效率提升了4-6倍。HKMG CMP建模工作通过了中芯国际 28纳米高k金属栅CMOS工艺验证，实测芯片TEM最大模拟偏差为6.6%，满足了工业界的精度要求。

技术提供单位联系方式

联系单位：中国科学院微电子研究所

联 系 人：杜佳，联系电话：010-82995891，E-mail：dujia@ime.ac.cn
技术编号  7

技术名称：8英寸区熔硅单晶
技术简介

该项目自主研发出生长8英寸区熔硅单晶的专用线圈，解决了区熔晶体生长过程中的核心技术。通过采用自动拉晶系统减少人为干扰因素；通过设计特定合理的热系统、特型线圈，提高电磁托浮力，有效控制固液界面形状，形成具备成晶的温度梯度、悬浮力度等必要条件；改变放肩工艺，避免在转肩过程中造成回熔断苞；控制固液界面翻转，调整加热过程；选择合理的保护气氛，提出了在氩气氛中掺N2技术，解决常规保护气体高压电离问题；采用在保温桶和线圈之间额外增加一个反射器的方式，将熔区的辐射能量进行反射，降低单晶的散热速率，从而使单晶中心能够充分散热，降低中心应力。项目成果打破了我国大直径节能功率器件用材料长期被国外企业垄断的局面，为高端电力电子器件等提供了基础材料。
技术提供单位联系方式

联系单位：天津市环欧半导体材料技术有限公司

联 系 人：隋佳琦，联系电话：022-23786012-6088

技术编号  8

技术名称：半导体芯片结温与系统热阻构成无损检测关键技术及应用
技术简介

该项目针对工况下半导体器件有源区（结）功率密度高、温升高，致使接近60%的系统失效问题，开展了创新性研究并取得成果。主要包括：(1)热阻构成分析技术；(2)温敏参数快速检测方法与技术；(3)焊接质量分析评价技术。

通过一次测量器件温敏参数随时间变化过程曲线，有效获取器件结温，以及由有源区至外部环境散热路径上材料层热阻构成。实现封装半导体器件结温的无损、准确、快速测量，以及散热特性“可视化”分析。研制的仪器测量精度由于0.1摄氏度，与国际上同类仪器相比，仪器性能指标处于国际先进水平，突破了国外对该技术的垄断。

通过同时采集温度平台温度和器件温敏参数随时间变化过程，获取半导体器件电学参数随温度变化系数，将传统温度系数的稳态多点恒温测量方法时长从小时量级，缩短为6分钟以内。在保证测量精度条件下，效率提高超过10倍以上。
示范应用情况

项目研究成果主要应用单位包括：东莞勤上光电技术股份有限公司，华为技术有限公司，北京卫星制造厂有限公司，中国电子科技集团公司第12研究所、第14研究所、第55研究所，中国科学院半导体研究所，中国科学院理化研究所，六安学院，华北电力大学等二十余家企事业单位。
技术提供单位联系方式

联系单位：北京工业大学

联 系 人：韩晓明，联系电话：010-67392364
技术编号  9

技术名称：第三代半导体GaN倒装芯片高光效CSP化封装制造
技术简介

第三代半导体GaN倒装芯片高光效CSP化封装制造项目的开发是一项具有极高挑战难度的项目。首先国内品牌做荧光胶膜法封装的厂家为空白，主要竞争对手为日本日东电工，但在2016年底竞争对手迫于财务原因，也放弃了荧光胶膜材料的开发，所以胶膜的开发属于完全自主开发，没有任何的经验可以借鉴。其次荧光胶膜中的薄膜材料，将含有约70-80%重量份填料的材料做成50um左右厚度的薄膜，挑战难度更大。该项目开发了以双键及苯基有机硅氧烷为主体、荧光粉预掺的交联度可控的固态胶膜封装材料，用于GaN倒装芯片CSP的制程，该材料体系区别于LED封装液体有机硅封装制法，封装效率高，可根据应用需求研发荧光胶膜产品体系。

该项目完成的主要技术指标包括：凝胶化时间在150℃控制在40-45s、固化后强度达ShoreD 50-70、拉伸强度7.1-8.5Mpa，断裂伸长率在100-130%之间、粘结力（对铝）达到7.8-8.5Mpa；折光指数在1.51-1.54、芯片上方封装层厚度可达70-200um（±15um）；芯片四壁封装层厚度可达30-150um（±10um）；色温为3000K、5500K和6000K三挡，色温偏差100K；光效达901m/W。
示范应用情况

该项目产品已在深圳市欣上科技有限公司、深圳市玲涛光电科技有限公司和厦门久元电有限公司等多家企业实现应用，取得了较大的经济效益。
技术提供单位及联系方式

技术提供单位：天津德高化成新材料股份有限公司

联 系 人：关薇
联系电话：18222497960，E-mail：amenda_guan@tecore-synchem.com
技术编号  10

技术名称：高效新型碳化硅MOSFET的创新研究及应用
技术简介

该项目的设计和研制过程中攻克了SiC沟槽刻蚀技术、SiC欧姆接触技术、高质量低界面态栅介质生长技术，完成工艺技术的整合，成功制备了900V 65mΩ和1200V 80mΩ的SiC MOSFET器件，并通过了产品定型，实现了SiC MOSFET的工程化。主要的技术发明点包括：

1.在UMOSFET基区下方增加一个再掺杂区提高MOSFET的反向阻断能力，即通过在沟槽及基区下方设置一个再掺杂区，再掺杂区与漂移区的掺杂类型相反，在器件处于阻断情况下，在漂移区形成耗尽区，屏蔽沟槽底部的电场，从而保护了沟槽的底部和角落，提高了器件的反向阻断能力，并且提高了缓解了栅介质的电场聚集，进而提高了器件的可靠性。

2.通过在非极性面形成沟道，利用在非极性面形成沟道的载流子迁移率比极性面高的特点，并且通过高质量的二次外延在SiC表面形成沟道，避免了离子注入损伤和高温退火的表面退化，因而有效提高了MOS栅的质量和沟道迁移率，进而降低了SiC MOSFET的导通电阻。

3.集成肖特基二极管的SiC MOSFET器件，集成的肖特基二极管在JFET区，与栅极区相邻，有效的利用了JFET区的面积，具有更高的原胞集成度和密度，与常规的MOSFET相比，由于栅电容面积的减小，可以有效的降低栅电容和输入输出电容，从而改进器件的开关性能。

示范应用情况

该成果已在中国航天科工集团二院二〇六所试用，金姆（北京）电子科技有限公司、南京紫金易行新能源汽车有限公司、北京智行源科技有限公司、深圳蓝德汽车电源技术有限公司、北京新能源汽车股份有限公司等公司使用。

技术提供单位联系方式

联系单位：北京世纪金光半导体有限公司

联 系 人：孙安信，联系电话：18901328821，E-mail：sunanxin@cengol.com

技术编号  11

技术名称：高性能CMOS成像芯片关键技术研发与应用
技术简介

该项目针对国内高端CMOS成像芯片的技术瓶颈，从架构、像素、读出电路、数据转换电路等主要部分研究了传感芯片的关键技术，完成了具有自主知识产权的高性能CMOS图像传感器的关键技术研究以及芯片研制。

研究发现了总线寄生电容对累加级数的抑制作用，并通过寄生电容消除技术进行了补偿，从而实现了高达128级的TDI级数。采用过采样技术和信号总线寄生电容消除技术，解决了扫描过程中的同步曝光问题，并突破了TDI累加级数限制，开发了世界首款高达128级累加的TDI型CMOS图像传感器，该传感器不仅是国内首款自主知识产权的TDI型CMOS图像传感器，同时取得了该领域的技术制高点，彻底打破了国外垄断。

高性能CMOS成像芯片关键技术研发过程中所取得的成果覆盖芯片架构、像素、读出电路、数据转换电路等传感器主要组成部分。课题组采用过采样技术和信号总线寄生电容消除技术开发的128级TDI型CMOS图像传感器经西安光机所试用，给出的试用结论表明该传感器主要指标已经达到了国外同类产品水平，有潜力替换国外产品，实现图像传感核心部件的自主化，增强设备可控性，后续有望在工业扫描和航天对地扫描中得到应用；高量子效率、高满阱容量光电二极管设计技术和失调非敏感的模数转换技术分别在天津安泰微电子技术有限公司和天津慧微电子研发科技有限公司的相关产品中得到了应用，相关产品实现了1724.67万元的销售额，同时带动了该领域的技术发展，提升了国内产品竞争力。高量子效率、高满阱容量光电二极管设计技术和失调非敏感的模数转换技术通用性较强，可以应用于各种像素尺寸、分辨率、帧率的传感器，提升传感器综合性能和产品良品率，可在图像传感器领域进行广泛推广。

示范应用情况

该项目成果形成的产品打破了国外在高端成像芯片的垄断，部分产品已在兵器及航天领域开展了应用；安防监控图像传感器芯片在市场得到大规模推广应用，取得了显著的经济和社会效益。

技术提供单位联系方式

联系单位：天津大学
联 系 人：钟登华，联系电话：022-27890832，E-mail：xujiangtao@tju.edu.cn
技术编号  12

技术名称：公共安全SVAC国家标准芯片研发及应用
技术简介

该项目开发了支持多信号的SVAC 多核异构可编程架构，实现视频、音频及加密认证的应用，解决了视频监控芯片设计中的三个重大问题：1.完全采用国产嵌入式微处理器；2.支持自主知识产权的安防监控视音频编解码国家标准SVAC，在设计时采用了向前兼容的技术,视音频数据不仅人可以使用，视频智能分析算法也可以有效使用；3.设计专用数字信号处理器，实现了视频监控核心模块(如加解密、智能处理等)硬件的功能加速。这三个问题的解决，扭转了我国在安防监控领域核心芯片长期由国外主导的不利局面。

1.全面支持 SVAC 国家标准，兼容 H.264/5 国际标准；基于多核异构可编程架构，采用国产嵌入式微处理器和国产专用数字信号处理器，研制了支持 SVAC 国家标准的视音频编解码、图像预处理、智能分析等功能的视频监控 SoC 芯片。 

2.支持 96dB 宽动态视频数据处理、实时高帧率高清视频编解码，实现视频图像“忠实于现场”的目标，在获得更好图像质量的同时获得更高编码效率。 

3.实现视频结构化描述技术的硬件加速功能，视频结构化描述嵌入视频编码数据，支持基于内容的高速检索。

4.支持高吞吐率信源数据加解密算法芯片实现，视频编码和数据加密片内同时进行，片外无明文；支持设备身份认证、视频数据签名和加密，支持国密算法（SM1/ SM2/SM3/SM4）和商密 AES算法。使用权威可靠的视频安全密钥服务系统，密钥发放安全可靠。 

5.基于 SVAC 国家标准芯片开发了系列安防监控产品，推出了国际上第一款基于 SVAC 专用芯片的高清网络摄像机和星光级低照度全彩色高清网络摄像机。

示范应用情况

项目的成果已应用于我国天网工程、平安城市、雪亮工程、智能交通、智慧城市、数字边防等重大项目建设之中，对保障国家公共安全和信息安全、促进产业升级和经济发展，发挥了重要作用。
技术提供单位联系方式

联系单位：北京中星微电子有限公司
联 系 人：林云生，联系电话：010-68948888，E-mail：cuiguoqin@vimicro.com
技术编号  13

技术名称：具有六级能效的智能手机充电电源控制系列芯片

技术简介

对于不同输出功率的电源，CoC V5六级能效对空载待机功耗和不同负载时的转换效率都有具体规定。根据近年来对电源能效标准的不断更新，随着技术的不断进步，可以预期，各种电源的能效标准将会越来越严，目的是最大限度地提高转换效率和降低待机功耗。该项目开发了高效节能的中小功率适配器原边和副边控制芯片，提高了转换效率，降低了待机功耗。解决了适配器副边同步整流控制芯片在电流连续模式下电流倒灌的问题，满足六级能效要求。

完成的主要技术指标：基于无副边同步整流研发的手机充电器满载效率76%，待机功耗21毫瓦。基于有福边同步整流研发的手机充电器，满载效率达到83.5%，待机功耗22毫瓦。
示范应用情况

项目成果已被成都塞力康，南京仁懋微等客户采用，项目执行期累计实现销售收入1097.9万元。
技术提供单位联系方式

联系单位：天津三源兴泰微电子技术有限公司

联 系 人：张国辉
联系电话：13821510012，E-mail:kiger_zhang@163.com
技术编号  14

技术名称：面向可穿戴设备的蓝牙低功耗芯片研发
技术简介

该项目研发具有自主知识产权的蓝牙低功耗芯片及可穿戴和物联网开发平台，提升了我国自主开发低功耗射频芯片和协议栈的能力。研究内容围绕蓝牙低功耗射频芯片的要求，设置两个部分，从系统设计到电路设计，最后到软件和应用设计，层次化展开。蓝牙低功耗芯片的构架决定了芯片性能和功耗，为了满足设备出厂后的电池两年有效期，芯片关闭模式下漏电小于1uA，为了满足设备保持连接时，可以达到180天，寄存器保持模式下，漏电要小于2uA，该项目选择采用1MHz中频（信号频带为0.5MHz～1.5MHz），原因在于更高的中频意味更高的功耗，而较低的中频会受到直流偏差和闪烁噪声的影响，因此选择1MHz是一个优化的设计。采用复数变频的结构，复数变频具有良好的镜像信号抑制能力，无须在混频之前插入高Q值的带通滤波器，节省了硬件开销。低噪声放大器采balun作为输入级，balun之后采用全差分模式处理信号。

技术提供单位联系方式

联系单位：北京中科汉天下电子技术有限公司

联 系 人：黄鑫，联系电话：15901212415

技术编号  15

技术名称：数字电视SOC芯片
技术简介

该项目分两个阶段实施，第一阶段为数字电视芯片组研制，包含数字流媒体芯片、MPEG2、AVS及H264三合一高标清解码芯片、国标地面电视解调芯片、模拟视频输入及平板电视控制等四款芯片，第二阶段是在芯片组研制成功的基础上，将数字流媒体解码、三合一高清数字电视解码及模拟视频输入及平板电视控制集成为数字电视SOC芯片。

该项目研制成功高清电视SOC芯片并产业化，集成有线电视解调、国标地面电视解调，实现高清MPEG2、AVS及H264三合一信源解码、图像处理和流媒体解码，芯片功耗不超过1.2W， 在高、标清机顶盒、数字电视一体机实现产业化，通过海尔品牌电视整机及京东方LCD屏整体解决方案的推广。

技术提供单位联系方式

联系单位：唐北京海尔集成电路设计有限公司

联 系 人：赵亚茹
联系电话：010-62385138，E-mail：zhaoyr@haier-ic.com
技术编号  16

技术名称：双界面POS机SoC芯片研发与产业化
技术简介

该课题采用嵌入式低功耗C*Core CPU核设计，集成国密算法，完成了个人移动支付终端SoC 芯片（CUni350S及其衍生产品CUni360S-Z安全芯片）的设计、流片和量产应用，该芯片具有SPI/UART/USB2.0等通讯接口，支持双界面协议、符合PBOC3.0规范、满足QPBOC要求。芯片工作频率达到50MHz，性能达到1.2DMIPS/MHz；支持1.8V—3.6V工作电压，静态功耗低于50uA，芯片具有抗SPA/DPA、DFA和时序攻击设计，已通过国家商用密码设备检测和银行卡检测中心的检测和认证。

示范应用情况

CUni350S安全芯片已在新大陆支付技术、联迪、华智融、百富计算机、新国都、红芯微、惠尔丰等单位应用；CUni360S-Z安全芯片已在中云信安、华智融、武汉天喻信息、深圳市艾创电子等单位应用。

技术提供单位联系方式

联系单位：天津国芯科技有限公司

联 系 人：穆晓艳，联系电话：15522599130

技术编号  17
技术名称:新一代高性能C*Core CPU核开发及产业化
技术简介

该项目在引进IBM高端嵌入式PowerPC体系结构的CPU后，通过关键技术的消化吸收，自主开发一系列兼容Power指令集的CPU系列C2000/C8000/C9000，达到了高、中、低端嵌入式应用领域的全覆盖。同时以自主开发的上述CPU为核心，开发多套包括内部总线和IP核在内的完整单芯片系统解决方案，并进行流片验证，确认所设计的CPU达到量产要求。其中C9000效能高达2.5DMIPS/Mhz，与ARM的Contex-A9性能相当，从而能够利用国际上成熟的支持PowerPC的操作系统软件和应用软件，替代进口并实现自主可控。
技术提供单位联系方式

联系单位：天津国芯科技有限公司

联 系 人：张培培，联系电话：15011411157

技术编号  18

技术名称：高电流密度SiC电力电子器件关键技术开发及应用
技术简介

该项目属于电子通信与信息技术（第三代半导体技术）领域。为满足轨道交通、电动汽车、新能源等领域对核心元器件自主可控的重大战略需求，该项目立足自主创新，实现了高电流密度SiC 电力电子器件多项关键技术及产品量产技术的突破。围绕器件制造工艺、结构设计、外延材料等技术开展专利布局，已获发明专利授权73项，建设了国内2条具有自主知识产权4-6英寸SiC芯片生产线，开发出SiC SBD系列产品和SiC MOSFET典型产品。关键技术推广应用到北京天科合达、燕东微电子、北方华创等国内SiC全产业链上22家单位。形成了100余项单项工艺技术、10余项工艺模块、2套SiC SBD/MOSFE器件制造工艺集成技术，成功研制了650V~10kV/2A~150A SiC SBD五个典型系列产品和600V~1700V/5A~40A SiC MOSFET 三个典型产品，实现了SiC SBD产品的量产能力。1200V/100A SiC SBD产品电流密度为247A/cm2，与SiC领头企业Cree公司最新1200V CPW5产品相比，电流能力提高18.7%。

基于高压微波氧等离子体和分子调控的SiC低界面态 MOSFET栅氧技术。创新的提出高压微波等离子体氧化方法，利用高密度原子态活性氧粒子替代氧分子，有效解决了界面附近的碳残留和氧空位问题，采用具有自主知识产权的设备，使SiC栅界面态密度降低至4x1010cm-2eV-1 @Ec-0.2eV。利用氧同位素示踪技术，首次观测到SiC氧化过程中氧等离子体与SiO2晶格氧的高速动力学交换过程，结合NO、H2分子调控技术有效提高SiC MOSFET的场迁移率至45cm2/Vs。

基于原位处理的高质量SiC外延产品量产技术。解决了SiC外延生长存在的缺陷密度大、均匀性和重复性差等影响材料性能和量产能力的关键技术难题，建立了4-6英寸SiC外延产品量产技术，所生产的SiC外延表面粗糙度≤0.3nm，缺陷密度≤0.5/cm2，厚度不均匀性为0.26%，浓度不均匀性为1.43%，达到国际先进水平。

示范应用情况

关键技术推广应用到北京天科合达、燕东微电子、北方华创等国内SiC全产业链上22家单位。

技术提供单位联系方式

联系单位：中国科学院微电子研究所
联 系 人：杜佳，联系电话：010-82995871
技术编号  19

技术名称：高速串行RapidIO接口电路实现技术研究

技术简介

该项目针对RapidIO控制器设计实现，开展了缓存管理、流量控制、功耗控制等方面的理论研究，创建了相应的理论模型，以低功耗、高可靠和低时延为目标代价函数，构建了成套的电路设计、性能仿真和指标优化算法。此外，该项目研制出国内首款可满足RapidIO Specification v3.0/v3.1的规范的RapidIO控制器的IP核和样品样机1套。其中，满足RapidIO Specification v3.0/v3.1规范的高速串行RapidIO控制器能在CPU、DSP和网络交换等芯片中开展应用，可全面实现RapidIO控制器的自主可控国产化。当前该项目研制的高速串行RapidIO控制器在军用电子元器件型号项目NMS1800、核心电子器件NMS3210以及华睿DSP、飞腾DSP、某卫星通信系统中开展量产应用，可满足当前军用信息处理系统中端点处理器件和交换器件的高数据量的处理需求，有效摆脱了国外RapidIO相关芯片的技术封锁，提升我国信息基础设施和武器装备的安全。

该高速串行RapidIO控制器IP核支持的主要技术特性包括：(1)单端口多频点速率及多端口混合频点速率特性。支持单端口12.5/ 10.3125/ 6.25/5/ 3.125/ 2.5/1.25 Gbps，同时也支持工作在多端口模式下的混合频点，如工作在两个2x端口时，两个端口可工作在单端口的任意速率上，并支持高达25Gbps速率的可扩展。(2) 灵活的端口工作模式软件可定义。基于公共算粒和私有算粒的软件定义互连，支持4x、2x、1x单端口形态，2x+2x、2x+1x、1x+2x、1x+1x双端口形态，2x+1x+1x、1x+1x+2x、1x+1x+1x三端口形态，1x+1x+1x+1x四端口形态等多种灵活的端口工作模式。(3) 用户自定义的upstream和downstream接口位宽。对接高速SerDes的downstream方向的接口位宽支持10/16/20/32/40/64-bits等多种接口位宽；对接用户业务侧的upstream方向的接口位宽支持64/128/256-bits等多种接口位宽。(4) 软件定义硬件的全协议栈硬化。实现Gen1，Gen2，Gen3多协议规范下8/10编解码，64/67编解码，加解扰等物理层代表特性，IDLE1，IDLE2，IDLE3，接收端/发送侧流控等传输层代表特性，Ftype2、Ftype5、Ftype6、Ftype7、Ftype8、Ftype9、Ftype10、Ftype11、Ftype13业务处理等逻辑层代表特性，并且支持Error Free Mode，Gen4协议特性等的便捷升级。(5) 业务无关的低时延特性。支持用户侧到高速接口侧最大70ns的收发侧总时延的特性，且时延与当前流量及承载的业务无关。支持Error Free Mode特性下的时延优化，并可支持基于业务特性及用户需求的算粒选择和重组，以实现低时延的业务处理。
示范应用情况

高速串行RapidIO控制器的成功研制，填补了国内相关领域的空白，完善了国内RapidIO交换互连生态体系；为国内首款RapidIO二代网络交换芯片NMS1800和全球首款软件定义互连芯片NMS3210的成功研制提供了核心技术支撑；为飞腾、龙芯、华睿、魂芯等国产CPU和DSP处理器提供了自主可控的高速接口方案。

技术提供单位联系方式

联系单位：天津市滨海新区信息技术创新中心

联 系 人：王晓雪，联系电话：18920405280

技术编号  20

技术名称:恒温扩增微流控芯片核酸分析仪研究
技术内容

该恒温扩增微流控芯片核酸分析仪是一种由清华大学和博奥生物集团有限公司联合研制的新型核酸分析科学仪器，它采用已获得发明专利授权的微纳体系样品检测系统结构、离心进样微流控芯片、自适应降噪数据分析处理、薄层空气浴加热温度控制等多项创新技术，能够在1.45微升反应体系实现10个核酸分子拷贝的高灵敏度、低样品与试剂消耗的多指标分子诊断，在性能方面处于国际领先水平。该仪器可作为临床应用的医疗仪器，已获得国家食品药品监督管理总局“国家创新医疗器械产品”批准、CFDA 国家Ⅲ类医疗器械产品注册证和欧盟的CE证书。该仪器可应用于生命科学与医学前沿科研、食品安全、临床医疗、卫生防疫等领域，为个性化低成本精准医疗检测应用奠定了平台技术基础，填补了国内微纳生物医学检测科学仪器和医疗仪器的空白。该仪器功能参数：

1.平均升温速率：从37℃到65℃，≥20℃/ min；

2.平均降温速率：从65℃到37℃，≥8℃/min；

3.模块控温精度：65℃温度控制偏差≤±0.5℃；

4.温度准确度：测定值与设置温度偏差≤±0.1℃；

5.温度持续时间准确度：测量温度实际读数值与设定温度的相对偏差＜0.5℃；

6.荧光强度检测重复性：重复10次CV（%）≤3%；

7.荧光强度检测灵敏度：核酸模板浓度优于10Copies/test；

8.样本检测重复性：相同样品通道Tp值的CV≤3%；

9.样本试剂消耗：1.45微升/指标；

10.荧光检测线性：标准样品的荧光线性回归系数r≥0.99；

示范应用情况

恒温扩增微流控芯片核酸分析仪已在200多家单位开始示范应用，覆盖生命科学与医学科研、临床医疗、食品安全、卫生防疫等领域。

技术提供单位联系方式

联系单位：清华大学

联 系 人：马小力，联系电话：010-62784624

技术编号  21

技术名称：免疫芯片在水产养殖动物疾病高通量诊断中的应用
技术简介

该项目对水产养殖动物主要疾病进行病原分离鉴定，首次分离了相关宿主中的12种病原菌，验证了11种病原菌的致病性，制备了11种特异性多抗和pir AB型副溶血弧菌的特异性单抗；开发了相关的免疫芯片检测试剂盒，简便快速灵敏，可一次性检测8个鱼类样品中7种病原，8个对虾样品中4种病原，检测结果准确率在88%以上，灵敏度最低可达0.013 μg/mL病原蛋白，提高了水产动物疾病病原检测的水平和效率，满足了生产上对水产病原的现场快速系统检测与疾病诊断需求。此外，项目开发了迟缓爱德华氏菌抗原芯片，为鱼类病原的准确诊断提供了新的思路。

示范应用情况

建立示范基地66处，其中工厂化养殖示范基地28处，示范面积153000 ㎡，辐射面积340000 ㎡；池塘养殖示范基地38处，示范面积11622亩，辐射面积41000亩，减少经济损失2138.95万元。

技术提供单位联系方式

联系单位：天津市水产技术推广站

联 系 人：包海岩，联系电话：022-88250901
技术编号  22

技术名称：一款低成本高安全支持多系统导航定位的射频基带一体化芯片
技术简介

该项目研究内容包括3部分：

1.关键技术研究：射频基带一体化技术、低功耗射频模拟电路、导航算法、芯片ESD静电防护等技术；

2.芯片设计与实现：全芯片架构设计、导航算法实现、芯片逻辑电路设计、芯片射频模拟电路设计、物理版图设计、生产测试以及样品验证等；

3.应用：进行导航方案设计，以方案推动核心芯片的销售，团结模组厂、方案商、终端客户等，最终打造自有特色的生态圈。

芯片性能参数：

（1）冷启动时间小于35s；

（2）热启动时间约为1s；

（3）3.3V单一电源供电；

（4）跟踪灵敏度 ＜ -161dBm；

（5）冷启动灵敏度 ＜ -146dBm；

（6）授时精度优于30ns；

（7）芯片功耗小于27mA@双系统跟踪，待机功耗小于 10uA。

示范应用情况

该芯片以民用应用为主要方向，销售探空气球导航模组1.5万套，配合地区卫生主管部门，在辽宁地区推出260套居民健康应用的行业类产品。

技术提供单位联系方式

联系单位：北京中电华大电子设计有限责任公司

联 系 人：邬泳，联系电话：18618487072，E-mail：wuyong@hed.com.cn
技术编号  23

技术名称：一种海洋环境放线菌群落检测基因芯片及应用
技术简介

该本成果根据细菌群落对海洋不同污染物的响应特点，将污染指示细菌类群的标识基因集合成一种基因芯片，基于核酸序列互补原理及激光共聚焦显微技术，建立了一套可针对特定污染源及复合污染源进行快速监测的基因芯片技术及其检测体系，用于海洋环境污染的快速、高效、高通量、便捷监测。该成果可快速、高效、高通量、便捷的检测海洋环境污染，能满足日益严重和复杂的水体污染快速检测要求和环境应急监测，而且还能从微生物群落结构的改变程度预期污染物对海洋微生物生态系统的影响。该成果作为一类生物检测方法，在一定程度上丰度和完善了海洋环境监测技术体系，而且通过基因芯片可以有效的监测海洋环境中微生物复杂的群落结构、功能、相互作用、环境变化等，不仅可了解和发掘海洋微生物资源，而且对海洋生态功能的维持有重要意义。

示范应用情况

该成果目前已在渤海和东海进行了小批量试用。

技术提供单位联系方式

联系单位：中国科学院天津工业生物技术研究所
联 系 人：许虹，联系电话：022-84861996，E-mail：xu_h@tib.cas.cn

技术编号  24

技术名称：原位多场微电子器件可靠性评测技术及应用
技术简介

该该项目围绕微电子器件可靠性评测技术国际难题，开展了研究工作，取得主要的创新成果如下：

1.发明了针对微电子器件的原位三维内部缺陷重构力学试验系统，揭示了微焊点在复杂应力状态下缺陷演化的微观机理，实现了微器件全寿命周期可靠性准确评估和预测； 

2.发明了基于微力宽频作动及原位多场耦合技术的测试系统，实现了接近服役工况的力-热-电-化多场耦合可靠性测试，解决了复杂工况下的微电子器件可靠性测试及材料失效表征难题；

3.发明了脉冲电流快速烧结方法，使用上述多尺度可靠性测试技术优化了工艺参数，实现了微电子器件大面积无压烧结互连，提升了烧结可靠性。

4.发明了针对微电子器件的原位三维内部缺陷重构力学试验系统，澄清了器件粘接层在应力作用下开裂失效的微观机理。其载荷分辨力可达0.01N，位移分辨力可达0.1μm，缺陷分辨力最高可达0.7μm。可适配的X-Ray CT包括NikonXTH-225，Zeiss/ Xradia Versa和GE v tome x等立式、卧式工业CT，以及上海光源等大型CT装置。

5.发明了微力宽频作动技术以及模拟微器件多场耦合使用工况的微观-介观-宏观多尺度原位力学测试技术，主要包括一系列微型电磁式力学试验系统、原位力-热-电-化耦合测试平台，解决了复杂工况下微器件的可靠性测试及材料失效行为表征等问题。其载荷分辨力可达0.001N，位移分辨力可达5nm，加载频率范围0.001Hz~100Hz。采用TI-4核DSP，主频800MHz、PID闭环运算速率达到25kHz/s、数据采集速率可达1MHz/s。力-热-电-化多场耦合环境系统可实现微电子器件或材料在低温至高温(-190℃~400℃)的恒温及动态温度载荷，恒流、恒压、脉冲等电学载荷，0~100RH的湿度载荷等多种载荷的耦合加载测试条件。

6.发明了脉冲电流快速烧结方法，实现了大面积芯片无压烧结互连。基于器件可靠性测试结果与寿命设计理论，确定电流辅助快速烧结的最优工艺参数，应用于铜键合线、多芯片低感均流、应力缓冲等关键封装工艺。其工艺电流强度范围5.5kA~8.25kA、通电时间200ms~1000ms，加载压力5MPa-10MPa，全程工艺时间由通常的60分钟缩短为0.8~15 秒。其中在8.25kA电流下烧结1000ms可得到剪切强度接近100MPa(传统烧结工艺一般为35-40MPa)的纳米银焊接接头。在相同的加载水平下，该项目所开发的技术烧结制备的纳米银焊接接头棘轮及疲劳可靠性相较热压烧结工艺方法均提高10倍以上。

示范应用情况

该项目成果已成功应用于清华大学、北京大学、浙江大学等高校，航天五院、中国工程物理研究院、长三角先进材料研究院等科研院所，以及国家电网、中天星控、华为等企业。
技术提供单位联系方式

联系单位：凯尔测控试验系统（天津）有限公司
联 系 人：白娜，联系电话：15522299986，E-mail：15122432867@139.com



